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Estable e independiente
de la dispersión
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Mínima disipación de 
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BJT polarizado Punto de Trabajo ICQ VCEQ

Superposición 
condicionada alrededor 
del punto de trabajo

BJT funciona 
linealmente
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modelo BJT en pequeña señal
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Criterios de Diseño

Selección del punto de trabajo 

y elementos del circuito



VCEQ≈VCC/2

Clase A

Evita embalamiento térmico,
estabiliza punto de trabajo
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PBJT aumenta
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Criterios a tener en 
cuenta para la 
polarización
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BJT Polarizado
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Colector común
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emisor común
base común

colector común

BJT
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Terminal comúnterminal de  excitación
terminal de salida
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Etapas básicas
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Adaptador de impedancia
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